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Matériau
Etude de I'épitaxie du GalnAsN sur GaAs pour emission 1,3um

spectres en régime laser, a I'ambiante, en pulsé

200+ ]
100ns, duty cycle 1:100
180 T=22°C -
o] 31154 NR
160 | S 31154 R
< 1 31171 R
140 4 —— 31171 RB00°C-90s, 40Umx1000um ~ 31176 NR
— ——— 31171 R700°C-5400s, 40:imx1000um o 31176 R
= 120 —— 31182 NR, 40umx1000pm T
€ ——— 31182 RB00°C-90s, 40pmx1000um 2 giigg ER
c
g = 4 31192NR
P g 31192NRb
60 2
g \
40 S ‘
2
20 £ - ‘
e
o T T T T T T T T T 1
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 r r r r ! T | .
| (en mA) 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350

Longueur d'onde (nm)

Composants et intégration
Fabrication de VCSEL 1,31um et de VCSEL et monitoring intégré
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Microsysteme 10Gb/s
Intégration en wafer level packaging VCSEL/driver a 10Gb/s

Intexys (Régis Hamelin), Infineon (Frangois Léger), LAAS (Chantal Fontaine), LETI (Philippe Grosse)
Contact: rhamelin@intexysphotonics.com

technologies




